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  封装形式   

 

 
 

 

  特性参数   

 

项目 符号 测试条件 
测量值 

单位 
最小值 典型值 最大值 

栅-源击穿电压 BVGSO IS=100mA —— 20  V 

栅-漏击穿电压 BVGDO ID=100mA 120 160  V 

模式转变电压 VTR —— 0.2 0.3  V 

通态压降 VON VGS=0V，ID=5mA 9 10  V 

栅-源泄漏电流 IGSO VGS=-5V 5 10 —— nA 

栅-漏泄漏电流 IGDO VGD=50V 20 30 —— nA 

最大漏极电流 ID_max VGS=0V —— 100 —— mA 

跨导 gm VDS=50V，ID=5mA 40 50  mS 

电压放大因子 m VDS=50V，ID=5mA 50 65  —— 
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  典型特性曲线   

 

   

输出特性（小电流）                         输出特性（大电流） 

   

栅-源击穿特性                       栅-漏击穿特性 

   

变温特性                                 转移电导（跨导） 


